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【緒⾔】シンチレータは，放射線を受けて可視光，紫外光などの蛍光を発する放射線検出⽤材料

であり，放射線のリアルタイム検出が可能なシンチレーション検出器に利⽤されている．シンチ

レータ単結晶の育成法として融液成⻑法が主に⽤いられているものの，製出のための装置・プロ

セスの構築・⽴上・運転・維持・管理に⾼コストを要するという不可避な⽋点がある．この克服

に極めて有効な溶液成⻑法には，シンチレータの研究開発費⽤の低減のみならず，応⽤先のシン

チレーション検出器の製造コストの削減および製品の低価格化に⼤いに寄与する可能性が秘めら

れている．本研究では，単結晶シンチレータ製造の低コスト化を企図し，X 線・ガンマ線⽤シン

チレータとして知られる，賦活剤としてタリウム(Tl)およびインジウム(In)を添加した CsI 単結晶

を，100℃以下の低温での単結晶育成を期待しうる昇温結

晶化法にて製出し，その性能評価を⾏った． 

【実験内容と結果】図 1に結晶化操作の概略を⽰す．溶質

となる出発原料には CsIおよび TlI, InI粉末を，溶媒には

ジメチルスルホキシド(DMSO)を⽤いた．調整済みの

DMSO 溶液を室温で 4 時間ほど攪拌し，その後，シリン

ジレスフィルター(孔径 : 0.45µm)で濾過した．これをスク

リュー菅瓶に移し，ホットプレート上で 80℃まで加熱・

保持し，昇温結晶化法にて単結晶を製出し，付着した溶媒

などをアセトンで洗浄した．こうして得られた試料は，直

⽅体の無⾊透明な結晶であった．図 2にその外観を⽰す．

図 3には，無添加 CsIおよび CsI:Tl，CsI:In結晶の X線励

起シンチレーションスペクトルを⽰す．315nm にピーク

をもつ⺟材 CsI 由来の発光帯に加えて，Tl 添加体では

559nm付近に，In添加体では 423nm付近に，各々ブロー

ドな発光帯が確認され，⽬論⾒通りのシンチレーション

発現が実証された． 
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Fig. 1 Crystallization method 

Fig. 3 Scintillation spectrum of CsI, CsI:Tl and 
CsI:In crystal 

Fig. 2 Appearance of CsI, CsI:Tl and CsI:In 
crystals 
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